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【はじめに】GaN 系半導体の選択成長は，ELO

技術などエピ成長層の高品質化技術の基礎とし

て研究されており[1]，ナノデバイスの構造要素

の形成技術としても関心を集めている[2]。選択

成長は，FinFETのような GaN立体チャネルトラ

ンジスタ[3]への応用も結晶の高品質化から有望

と考えられる[4]。従来のドライエッチングで形

成した GaN FinFETでは，側壁に傾斜のある Fin

構造を TMAH (Tetramethylammonium hydroxid)で

異方性エッチングすることで側壁を垂直に立た

せつつチャネル幅を細くしている[5]。この手法

で形成された Fin構造は，ドライエッチング後の

側壁の荒れを反映して側壁にラフネスが残る。

一方で，選択成長された GaNの側壁は特定のフ

ァセットが形成されるため，異方性エッチング

後のラフネスの低減が期待される。今回，選択

成長されたGaNにTMAHによる異方性エッチン

グを適用した結果を報告する。 

【実験】サファイア上 GaN (0001) 基板上に，EB

露光と RIE (SF6ガス)で SiO2 (100 nm)のライン/

スペース形状のマスクパターンを<11̅00>方向に

形成した。GaNの成長部となるマスクの開口幅

は 50 nm〜800 nm，開口領域間の間隔は開口幅の

1〜11倍とした。成長前処理として Ar雰囲気で

のアニール (800℃，10min)および約 10nmの浅

い RIE (Cl2+BCl3) を行った後，MOCVDで GaN

を選択再成長させた。成長時の条件として，温

度・圧力・NH3流量をそれぞれ 1040 ℃・13.3kPa・

1.5 slmに設定して成長した。この成長で得られ

た Fin構造を 85oCの 5 %TMAHの水溶液で 5分

間エッチングした。 

【結果・評価】マスク開口幅 50 nmで選択成長 

した GaNの断面 SEM観察像を Fig. 1に示す。選

択成長GaNは SiO2のマスクに乗り上げて横方向

に成長しており，側壁は(112̅0)面となっている。

次に，TMAHで異方性エッチングを行った選択

成長 GaNの平面 SEM像を Fig. 2に示す（開口幅

50 nm）。5分間のエッチングで幅が約 40 nmエッ

チングされていた。また，選択成長 GaNの側壁

はエッチング後も(112̅0)面となっており，ファセ

ットが変化することなくチャネルの幅を細くで

きている。発表では GaN (0001) 基板上に，異な

る方向で選択成長されたGaNをTMAHによって

異方性エッチングしたときの側壁のファセット

の変化とエッチングレートについても報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Cross sectional SEM images of selectively 

grown GaN whose side-wall is (112̅0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 SEM plane view images of selectively grown 

GaN (a)before etching, and (b)after wet etching with 

5 %TMAH (85oC, 5 min). 
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